






































































Name Symbol Description Unit Default
RG RG External gate resistance  1m
RD RD External drain resistance  1m
RS RS External source resistance  1m
VBR VBR GS breakdown voltage V 1010
LG LG External gate lead inductance H 0
LD LD External drain lead inductance H 0
LS LS External source lead inductance H 0
Is IS Diode saturation current A 10f
N N Diode emission coefficient 1
XTI XTI Diode saturation temperature coefficient 0
EG EG Diode energy gap eV 1.11
TAU  Internal time delay from drain to source s 10p
RIN RIN Series resistance to CGS  1m
CGS CGS Interelectrode G­S bias­independent capacitance F 300f
CGD CGD Interelectrode G­D bias­independent capacitance F 300f
CDS CDS Interelectrode D­S bias­independent capacitance F 300f
Tnom TNOM Device parameter measurement temperature oC 27
Temp T Device temperature oC 27
Alpha  Coefficient of Vds in tanh function for quadratic model 1/V 0.8
Beta  Transconductance parameter A/V2 3m
Lambda  Channel length modulation parameter for quadratic model 1/V 40m
VTO VTO Quadratic model gate threshold voltage V ­6
